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S. MROZ, E. CHRZANOWSKI, A. MROZ i C. KOZIOL :" Wykorzystanie wtérnej emisji
elektronéw, spektroskopii elektronéw Augera i dyfrakcji powolnych elektronéw
do badania skiadu chemicznego i doskonaloéci powierzchni monokrysztaléw
krzemu " ;

Jednorodnoéé powierzchniowej warstwy krystalicznej prébki krzemowej byla kon-
trolowana przez pomiar rozkisdu wtérnej emisji elektronéw na powierzchni.
Jednoczeénie zastosowano spektroskopie élektronéw Augera do okreslenia skiadu
chemicznego cbszaréw niejednorodnosci i do badania'proceeéu utleniania i czy-
szczenia. )

Struktura krystaliczna warstwy powierzchniowej byia sprawdzanes metoda dyfrak-
cji powolnych elektronéw. Polaczenie tych trzech metod okazato sig bardzo
uzyteczne.

A. BAJOR, G. ADAMKIEWICZ: “Zastosowanie formuly Robertsona do wyznaczania
wielkosci naprezen w materialach péiprzewodnikowych”

W pracy przedstawiono wyniki badad mozliwoéci zastosowania formuly

G. Robertsona do wyznaczania wielkoéci naprezen w materiatach péiprzewodni-
kowych w uktadzie polaryskopu liniowego z wigzka szerokopasmowg. Badano
rozklady wielkoéci naprezen wzdiuz érednic ptytek Si, GeP i GaAs. Stwierdzono
jakodciowa zgodnosé rozkladéw naprezen wyliczonych z zaleznoéci stusznych

dla wigzki szerokopasmowej i z formuly Robertsona, przy wzglednej réznicy
wynikéw w poszczegélnych punktach pomiarowych od kilku do ponad stu procent.

L. HOZER, H. KOZLOWSKA: "Rozmieszczenie dodatkéw tlenkowych w tworzywie wa-
rystorowym na bazie ZnO"

W pracy opisano wyniki badar warystoréw na baszie ZnO, za pomocg mikrosondy
elektronowej. Pordéwnywano ntkrootruﬁturq warystoréw wytworzonych w ZWAR -
Warszawa oraz warystoréw firmy Siemens. Nie stwierdzono istotnych réznic
pomiedzy badanymi prébkami.
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S. MROZ, E. CHRZANOWSKI, A. MROZ end C. KOZIOL:"Application of secondary
electron emission, Auger electron spectroscopy and low-energy electron
diffraction in the investigation of perfection of a silicium crystal surface”

Homogeneity of the surface layer of the crystalline silicium sample was
controlled by measurement of the secondary electron emission distribution
along the surface. Simultaneously, Auger electron spectroscopy was used for
determination of the chemical composition of the inhomogeneity regions and
for investigation of the oxidation and cleaning processes.

Crystalline structure of the surface layer was tested by low-energy electron
diffraction method.

Combination of three methods mentioned above was found to be very useful.

A. BAJOR, G. ADAMKIEWICZ: "The use of Robertson’s formula for the evaluation
of stress in semiconductor materials”

The possibility of using Rob;rtson‘s formuls to evaluate stress in semicon-
ductor materials has been studied., The stress along the diameters of Si, GaP
and GaAs samples was measured in the plane polariscope by the photometric
method using wide~band radiation. A quaslitative agreement was obtained
between stress distributions calculated from Robertson’s formule and from
the formulee derived for wide-band radiation photometric method, whereas

in the individual measuring points the difference of calculated stress
values exceeded 100 percent. ‘

L. HOZER, H. KOZtLOWSKA: "'Oxide additions distribution in ZnQO based varistor
ceramics*”

Results of investigetion of Zn0 varistor ceramics by electron microprobe are
discussed. Microstructures of varistors made in ZWAR - Warsaw and commercial
varistors are compared. Authors have not observed any significant differences
between the samples examined,

http://rcin.org.pl 5
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C. MPO3, 3. XXAHOBCKA, A. MPO3, Y. KO3:J:'"lHcmombaoBauue BTOPHYHOX dAeKTpOHHOR
SMHCCHH, CMNEKTPOCKONHKM OXe SJAEKTPOHOB M AMUPPPAKUMA MEIJNEHHHX DJIEKTPOHOB B H3y-
YeHHE XHMHYECKOTrO COCTAaBa H COREPUNeKCTBA HOBEPXHOCTH MOHOKDHCTAJNNOB KDEMHHA!

OZHOPOAHOCTH NOBEPXHOCTHOIO CJOHA KPEeMHHEBHX MOHOKDHCTAMIHYECKHX 06paszloB Ghua
IpoBepeHa NOCPeXCTBOM M3YUeHHS DAacHpeleleHUs BTOPMUYHON DIeXTPOHHOHK SMHCCHM BIOJE
MOBEPXHOCTH 06pa3noB, ONHOBPEMEHHO NDUMEHANAaCh CHEeKTPOCKOnus Oxe DJIEKTPOHOB I
onpejeleHHd XMMHYECKOTO cocraBa obnacTeil C HEOZHOPOLHOCTEK IMHCCHM # K3yUeHHA
NponeccoB OKHCISHHA ¥ OUMCTKH O6pa3noB. KpucTaniuyeckad CTPYKTypa NMOBEPXHOCTHOTO
CJOA KOHTPOAMPOBAA&CH IUOPPAKUEeR MeZJeHHHX DJIEKTDOHOB.

Coyerayde 3TAX TPEX METOXOB B npoeeneuxoﬁ pafoTe OKa3aJOoCh OYEHb MOJE3HEHM,

A, BAAOP, T'. AZAMKEBWY:"HXcmonnsomanme gopMmyian PoGepTCOHA AJAA ONPeJeJEHEA BeJIAUMHH

HanpsxeHu# B NMOJNYNPOBOLHHKOBHX MaTepuagax!

HccaenoBaHe BC3MOXHOCTE HCHOAB30BarHA dopuyan I'. PofeprcoHa Iad onpeXeleHHA Belh-—
YHHH HanmpAxeHu#t B NMOMYNPOSOZHMKOBHY MaTepHalaX HAa yCTAaHOBKe JNHHeRHOro moadApHCKoNa
° ¢ MMPOKOMOJOCHHM IYYKOM. {3MEPEHO paccnpejeleHUA BeJHUKHH HANpAXEHWH BIOJL Jua-
MEeTpoB NAACTHHOK Si, GaP u GaAs. [lonyieHo KaueCTBEHHOE COOTBETCTBHE MexJy pac-
CrpejeNeHueM HanpaXeHui BHUMCHEHHHM 110 QODMyJe LIS MUPOKONOJOCHOrO MydYKa H IO
Popuyne PoSeprcona, npH OTHCCHTeAbHOA pasHHIOH pPeayAbTATOB B H3MePATEIbHHX
NYHKTAX OT HecKoJexux no Goxee 100 nmponeHToB. ) X

J. X03EP, X, KO3JIOBCKA:" PacnpezenexHne OKHCHHX npuMeceil B BapUCTOPHOM MaTepHAIE
Ha OCHOBE OKHCH LHKK&

B pafiore onucaHr pe3yrbTATH HCCAeXOBaHH? BaApHCTOPCE HAa OCHOBE OKHCH LMHXA C IOMO-
Hbi0 BAEKTPOHHOI'O MHKDPO3OHIA . ,

CpaBEEBajlaCE MUKDPOCTPYKETYpa BapHCTOPOB, H3roTOBIeHHHX B 3BAP B BapmaBe ¥ BapHC~
TOpoR $upm CHMEHC, He oOHapyXeHO 3HAUHTEJBRHX Da3NAYHil MeXIy HCCIeLyeMHMH
ofpasnamu, ;
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INTERPRETACJA PROCESU DEGRADACJI PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH
TWORZYWA WARYSTOROWEGO NA BAZIE ZnO
W WARUNKACH PRACY

Przedmiotem pracy byly badania tworzyw warystorowych, ktérych gZéw-
nym skiadnikiem jest tlenek cynku, a w szczedélnoéci badania zjawisk
zwigzanych z degradacjg ich charakterystyki prgdowo-napigciowe] (I-V).

Przedstawiono krytyczny przegled literatury swiatowej na temat
wtasnosci badanych tworzyw. Wytworzono wlasne prébki warystoréw o wlas-
nosciach nie odbiegajacych od wyrobéw innych firm. Potwierdzily.to ba-
dania zaleznos$ci C-V, zaleznoéci charakterystyki I~V od temperatury
i badania mikrostruktury, :

Przeprowadzono badania stabilnogci warystoréw w warunkach pracy
diugotrwatej, m.in. cykliczng prébe degradacji i prébe degradacji przy
przestrzennych kierunkach przewodzenia.

Na podstawie badan zaproponowano nowe interpretacje mechanizmu zja-
wiske degradacji. Giéwnym czynnikiem powodujacym zmiany charakterys=-
tyki I-vV jest desorpcja jondéw tlenu z aktywnych w procesie przewod-
nictwa granic ziarn ZnO. Jony tlenu sg nastgpnie transportowane po
granicach ziarn do elektrody. Model wyjasnia zjawiska zwigzane z de=~
gradacja charakterystyki I-V tworzywa warystorowego. Wysunigte zosta-
ty wnioski dotyczgce sposobdw podwytezania’stabilnoéci warystoréw ZnO.

Wyniki pracy zostang opublikowane w jednym z najblizszych numeréw
"Prac ITME". :
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INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH uprzejmie prosi Autoréw o prze-
strzeganie podanych nizej wskazowek:

&

|

10.

Yd:

13

14.

36

Objetosci artykutdw nie powinny przekraczac 15 stron maszynopisu tacznie
z rysunkami i tabelami.

Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jedno-
stronnie z interlinia (co drugi wiersz), z marginesem 3,5¢cm 2 lewej strony. Na ar-
kuszu nie powinno byé¢ wiecej niz 31 wierszy po 65 znakow. Wszystkie strony
powinny by¢ numerowane.

Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyc miejsca, w ktérych powinny by¢ umie-
szczone rysunki i tabele.

Wszystkie tabele i zestawienia (unikac zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno,
nie w maszynopisie calego artykutu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arku-
szach i numerowaé kolejno. U goéry kazdej tabeli podac tytut objasniajacy.
Artykuly nalezy nadsyla¢ w 2 egzemplarzach; powinny by¢ dolaczone krotkie
streszczenia w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, réwniez w 2 egzempla-
rzach, takze przetiumaczony tytut artykutu. . \
Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w. nawiasach okraglych.
Rysunki powinny by¢ nadsylane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz
zalaczone oddzielnie w usztywnionej kopercie, Spisy rysunkéw zawierajace te-
ksty napiséw pod rysuinkaminalezy sporzadzaé oddzielnie (niezaleznie odtekstu
artykutow) w 2 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywac na przezroczystej
kalce, tuszem. !
Fotografie powinny by¢ ostre i wykonane na bialym btyszczacym papierze foto-
graficznym. Numery fotografii i powiekszenie nalezy podawac¢ na odwrocie -

‘oléwkiem. Numeracija nalezy objac rysunkiifotografie lacznie. W przypadku gdy

istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamieszczenie dodatkowych wskaznikdw
lub skali - prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od fotografii do reprodu-
kcji).

Po zakonczeniu artykutu nalezy podac wykaz literatury, wymieniajac kolejno na-
zwisko autora i pierwsze litery imion, peiny tytut dzieta, tytul czasopisma, numer
tomu i zeszytu, miejsce wydania'i rok, ewentualny numer strony. Pozycje wy-
kazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w tek$cie powotania na numer po-
zycji w nawiasach kwadratowych, np. ~17.

Slownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wiel-
ko$ci we wzorach musza by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie
Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar (Sl).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony
przez Autora. Nazwy fonetyczne uzytych liter greckich lubinnychoznaczen na-
lezy podawa¢ oléwkiem w lewym marginesie. \ \
Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyj-
nych, niezbednych skrétow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w .,Materialach Elektronicznych” uwa-
zany jest za rébwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta druko-
wana ani wystana do druku w zadnyminnym czasopismie krajowym lub zagrani-
cznym. .

Maszynopis artykulu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora
oraz nazwa i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy O podawanie ty-
tutu naukowego lub zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem prze-
stania honorarium). W przypadku artykutu opracowanego przez zespdt Autorow
prosimy o podanie procentowego udzialu autorskiego. Bez tych danych honora-
rium bedzie dzielone na réwne czesci.
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